
FORMULARIO MOS –MOSFET  - SUBSTRATO P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSFET REGIONE LINEARE A CANALE N 
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MOSFET IN REGIONE DI SATURAZIONE 

 

 

 

 

 

TENSIONE DI SOGLIA CANALE N 
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POLARIZZAZIONE DEL SUBSTRATO CANALE N 

 

 

 

 

TENSIONE DI SOGLIA CANALE P 
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POLARIZZAZIONE DEL SUBSTRATO CANALE P 

 

 

 

FREQUENZA DI TAGLIO 
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